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ySEL Silizium-Planar-Transistoren 2 “ Islsg "ll

Austiihrung
npn-Silizium-Planar-Tranzistoren. Metallgehduse, Kollektor ist mit dem Gehduse verbunden,

Verwendung
Transistaren fir kommerzielle Anwendungen,
Z. B. fur Verstirker, Schalter und allgemeine Zwecke,

Abmessungen
{Male in mm)
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Grenzdaten
|2 N 1613)2 N 1711
Verlustleistung Ty = 25°C Piat | 0,8 W
Te = 25°C [ 3,0
Te = 100°C I 1,7
Kaollektor-Basis-Spannung Ty = 25*C Ucau! = W ‘
Kallektor-Emitter-Spannung Ucer®| 50 v
Emitter-Basis-Spannung Uego 7 W !
Kollektorstrom ' 500 ma |
Sperrschichttamperatur | +Tj 200 C
Maximale Lagertemperatur +Ts 300 “C
Minimale Lagertemperatur | —Ty 65 C
*Rpp<100
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2N 1613, 171

Transistor 2N1613

Datashe
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Statische Kenndaten bei T, = 25 °C

ZN1613| 2N1T11
Kollektor-Basis- Upg =60V lceo 0,3 < 10 na
Reststrom lceo® 04 = 10 iy
Emitter-Basis- Ugg = 5§V lero 0,05=10| 0,05-5 | nA
Reststrom
Kollektor-Emitter- le =150 mA, lg = 15mA Ucesat | 0,6<1,5]| 0515 v
Restspannung
Basis-Emitter- lg =130 mA, Ig=15mA Ugg 0,95 1,3 v
spannung
Gleichstrom- Ucg =10V Igc = 10 xA B 35 6020
verstirkung Ig = 100 & 5020 &0 --35
lg = 10 mA B0=-35 (13075
g = 150 mA 40 80 170100130~ 300
Ic = 500 mA 55-20 | 75-40
lc= 10mA |B** 35-20 | 65-35
Wirmewiderstand (Sperrschicht- | Ripg 0,06 “CImW
B Gehiuse)
*Tj=180°C **Tj=—55"°C
Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C
|2N1613) 2N 171 |
| Emitterschaltung |
Stromverstdrkung | Ugg = 10V, I = SmA | hoteff |35e::h:|-:151:| m._|3>._3w| |
Grenzfrequenz Ugg =10V, lc =50maA |fr 80-60 | 100-70 | MHz
Eingangs- U= §Y, Ic = 1mA h11e 2.7 4.4 ki
widerstand
Spannungs- h1ge 36 7.3 x104
rickwirkung
Stromverstérkung hote 30 55 10050115 - 700
Ausgangsleitwert hogg 125 238 i1
Rauschzahl I = 1kHz, Ry =500 0 F 6<=12 35-8 dB
Ugg = 10 V, lg = 0,3 mA
Basisschaltung
Ausgangs- Uge =10V, lg =0 Cab 18 = 25 pF
kapazitdt
| Eingangs- Uce = 5V, Ic = 1mA | hip 24 = 27 < 34 0
| widerstand Ucg = 10V, Ic = 5mA 4-63-8 Q
Spannungs- Ucg= 5V, g = TmA | ho 0,7-3 |1,2-5 |x104
riickwirkung Ucg = 10V, g = 5mA 08-3 |12-5 |x10%
Ausgangsleitwert | Ugg = 5V, le = 1mA hoap 0,1-0,15-0,5 w3
Uce = 10 V, e 5 mh 0,1-0,19-1 5
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YSEL 2N 1613, 1711
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2N 1613
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2N 1613,1711
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